KRR\ T ET RET—T

MEFIRE - FRMERR




b

FR SR E (K)

160

140

120

100

80

60

40

20

............................................................

HgCaBaCuO
® (BET)

Py HgCaBaCuO
L (EET)
TICaBaCuO _@® HgCaBaCuO
N TICaBaCuO @
| BiCaSrCuO @
YBaCuO @
L STEIRZEER ceererecncncactititiiiiiinitiiinencacans
MgB, I
- ® g ]
. Nb.G LaSrCuO
NeN 5 5" @ | 2BaCu0 Sarenso N
- ".1. _
pp NoC o @ B ‘Nb-Al-Ge |
Heg " Nbl. 1 357 1 1 | | : :
1910 1930 1950 1970 1990 2010 B b

=



A&
C
<C
S,
e
;\ﬁill
A

“RE U h— LS R

[Z=HEYEl (+2G) [R)—B(I BT o=7Y0T ] (KRG)

BER—HR - -ROEYHE-HETHEICREUDITMEN



BRDEREF—REEFRKEFR

SRSFEMTRENGRENFINDFIE

BEFHEEMNREDOREZLEYKL

b r~—c———
=
BFUREOMHBDYIEDBBMAF—L | Dol
o RENBAEIE M (TCiE, DMCIERE) SHEG . 176 (BK) 4t 52%’?& E
=
B o 7 OB YERTE B s s =

« BIzE, ERF—ILHR, BKER,

o S LS
BENRLGE F36 (RK). KEG (HA) o

s EAEDEBFREREDRETE

* Bethe-Salpetereq., GWIARE [=me (mn) . == @ewm)




BRHEEAEFRZAVEX-BEEGENLFHMH

=IUG(FRX) . 5IIG(EALX)

— 4
el AR & B E XS
AE - BRESH RAY F BRE(TINILY)
@/’ (8%
BF \L—, ZAE/Y BFRETE “X7” “r
(REY) H-BFAHB
BHEYIa
L—o3y L—H—3k L—H—3i
EX
L L—H—k

BRE EITHRRYIAH R E - BE X AL

PR EAREORRLETFRIEADT/BERET RO R LSRR HH.

TESTF | 2 pmEant-F /SRR ET RO FRBAFGELEMBIES (FIIROKA

BREBIELIaL—Pavhn, REKEX-BERLEAFMMOHREHEEE,




Temperature

%? §1$Flzﬁﬁd)¥ﬁ4§ﬁﬁ

TEFHRR- =
= FIFHROE
+ /B ERE E%:E/%jj)bn;i —
0.4~ antum critical region / %E#FH%%E:/E:L l/_:/ay

r Mott
insulator

. HBInE

B E INN—RTREY

e
: r“"” -{..// BERRT ) -

“* '~r +\ XeFAY . J
"11' L—4
B " 1 / %‘1ﬁ
JI|B&G(EXK) /‘/} | \’ AR A EN BT




KRR/ THET REF—T




EX- KT BRAREDYEEF

¢ Z—4 vk
— BB, BHEN KRG
~ BEORE
— HBHK-BKKRE

« X

- BRERSEREERORRE

- BUEDOHMEBER—EREMAA

- FHAEEST/BE. GEF)TO
RIEENER DRI e ZE IR R

- BEETHRE~ADICH FRE, £AKIE

FEG(EX) . HFNGPRXK) . METFG(ELH)




%

EEERES

t%# oS

SFILIEAZIR KNiGEi., RHE;
, AEVRA=HR KEATE ., BB
. p-2ENOLyE: N T )L — IR
AN SV EFORTF S B Fil
EFTNFHERE
FRERTS
XRRE DB

BREE, e
HitE, RB B
iEE

RZEHRR - l

RALF - R F%e
FH

serne T
FRMEER Y

1l

TR




NER

aFFavIy -4

J

arZ7advz 71

—BTnda R

22T
Tl

72

=8B
SERE - i

.

HR—rTIW—7

AR

o1 275 8

EF

=oitE - LR

AMEAL - BFE

WHHE - BE{ETER

F /BN FIcH12 EERHERS D A A—

__________________________________________________ 5% (HOERE):

BEEAR
( wmzEs

S —45
fh2, 34

PR R /80 V&R
JOnoxy M 178
B 462

ATEDIEME

OS2 =T74«




(D FF /AT R1ENF/PIEMEE
DEHED Al HETSE

I'I'I

Bl - AR R

BRER VI E—

\




	ナノ物性物理学分野
	物性物理学の研究対象
	ナノスケールの次世代デバイスを生み出す�基本的な物理概念
	次世代スパコンで推進すべきテーマ
	スライド番号 5
	大規模電子状態計算は半導体テクノロジーでの起爆剤
	現時点でできることと向こう数年間でのタスク
	ナノスケール電気伝導・熱伝導
	次世代スパコンで推進すべきテーマ
	超伝導臨界温度の変遷
	新しい物理現象
	固体の高精度第一原理電子状態計算
	強相関電子系を用いた巨大・超高速応答光学材料
	スライド番号 14
	次世代スパコンで推進すべきテーマ
	固体・水溶液界面の物理と化学
	まとめ
	ナノ物性物理学分野における 戦略機関のイメージ
	「分子ナノサイエンス」と「ナノ物性物理学」�の連携の可能性



